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ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen munka röviden ismerteti az MTA MFKI-ban a 
mikrohullámú célra történő GaAs gőzfázisú epitaxiális 
növesztés területén végzett tevékenységet és annak 
eredményeit. Tárgyalásra kerülnek az alkalmazott mód­
szer alapkérdései, a berendezésünkben végrehajtott 
kísérletek eredményei, az azokból levont következteté­
sek, valamint példákat mutattunk be az egyes réteg-
szerkezetek tipikus koncentrációeloszlás profiljára. 

1 . B e v e z e t é s 

A m ű k ö d é s i f r e k v e n c i a n ö v e l é s é v e l (10 G H z f e l e t t ) 
a G a A s a l a p ú f é l v e z e t ő e s z k ö z ö k e l t e r j e d é s e f i g y e l ­
h e t ő meg . A z o n b a n ezen m i k r o h u l l á m ú e s z k ö z ö k 
m i n d e g y i k e ( G u n n - , S c h o t t k y - , v a r a k t o r d i ó d a , 
M E S F E T ) az e l e k t r o m o s t u l a j d o n s á g o k s p e c i á l i s 
m é l y s é g i - e l o s z l á s á t k ö v e t e l i meg . E k ö v e t e l m é n y e k 
k i e l é g í t é s é r e k ü l ö n f é l e f i z i k a i é s k é m i a i e p i t a x i á l i s 
r é t e g n ö v e s z t ő m ó d s z e r e k e t f e j l e sz te t t ek k i . 

2. K í s é r l e t i m u n k a 

I n t é z e t ü n k b e n l a b o r a t ó r i u m a l a k u l t a r ó t e g s z e r k e -
ze tek e l ő á l l í t á s á r a é s m i n ő s í t é s é r e . E z m a g á b a f o g ­
l a l j a a k l o r i d o s t r a n s z p o r t o n a l a p u l ó [1—5] n ö ­
v e s z t ő b e r e n d e z é s t (1. á b r a ) é s k i s z o l g á l ó e g y s é g e i t , 
v a l a m i n t a r é t e g s z e r k e z e t e k m i n ő s í t é s é r e s z o l g á l ó 
g a l v a n o m á g n e s e s é s C — V m é r é s i e l j á r á s o k a t is . 
E z e n m ó d s z e r e k s e g í t s é g é v e l l e h e t ő s é g ü n k v a n 
0,2—20 fim v a s t a g s á g ú e p i t a x i á l i s r é t e g e k n ö v e s z ­
t é s é r e k ü l ö n f é l e G a A s e g y k r i s t á l y h o r d o z ó l a p k á r a . 
R e p r o d u k á l h a t ó a n - e s z k ö z k é s z í t é s , i l l e t v e k í s é r l e t i 
c é l o k k a l —• a f e n t i r é t e g e k b ő l a k á r 20—30 is n ö ­
v e s z t h e t ő e g y m á s r a . 

M u n k á n k s o r á n a m á r e m l í t e t t S c h o t t k y - , G u n n - , 
v a r a k t o r d i ó d á k , M E S F E T t r a n z i s z t o r o k k é s z í t é -
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Egyetemi tanulmányait a 
Budapesti Műszaki Egye­
lem. Villamosmérnöki Ka­
rán folytatta az Elektroni­
kád Technológia Szakon. 
1978-ban végzett, diplo­
mamunka témája a GaAs 
gőzfázisú epitaxiális nö­
vesztése volt. Egyetem után 
az MTA Műszaki Fizikai 
Kutató Intézetében kez­
dett dolgozni. Tevékeny­
ségi köre szintén a GaAs 
gőzfázisú epitaxiális nö­
vesztése ( Gunn-Schottky-
diódák kissorozalú gyár-

1. ábra. A növesztőborondezés vázlata 

Beérkezett: 1986. V I I I . 25. (H) 

lására szolgáló rétegszer­
kezetek növesztése, tech­
nológia fejlesztése, új esz­
közök (MESFET, varak­
tor) rélegszerkezeteinek ki­
dolgozása). Részt vett a 
szovjet—magyar közös 
űrrepülés során (1970. 
máj. 26—jún. 3.) végre­
hajtott Eötvös-program 
kidőlgozásában, megvaló-
sitásában. Tagja volt a 
repülésirányító központba 
kiküldött magyar szak­
értői delegációnak. 
1986-ban a BME-n egye­
temi doktori fokozató Uzer-
zett. 

s é r e a l k a l m a s r é t e g s z e r k e z e t e k e t k é s z í t ü n k . A z e l s ő 
h á r o m e s z k ö z t i p i k u s szabad t ö l t é s h o r d o z ó - k o n ­
c e n t r á c i ó m é l y s é g i e l o s z l á s á t ( p r o f i l j á t ) m u t a t j u k 
be a 2., 3. ó s 4. á b r á k o n . 

A t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e s o r á n v é g z e t t m u n ­
k á n k az a l á b b i t e r ü l e t e k r e t e r j e d t k i : 
— G u n n - é s S c h o t t k y - d i ó d á k k é s z í t é s é r e a l k a l m a s 

r é t e g s z e r k e z e t e k n ö v e s z t é s é n e k r e p r o d u k á l h a -
t ó s á g i v i z s g á l a t a , 

— g á z á r a m - m e n t i h o m o g e n i t á s v i z s g á l a t a . A n ö -
v e s z t é s i p a r a m é t e r e k n e k ( h ő m é r s é k l e t i g r a d i ­
ens, g á z á r a m l á s i s e b e s s é g e k ) a r é t e g v a s t a g s á g 
h o m o g e n i t á s á r a g y a k o r o l t b e f o l y á s a , i l l e t v e az 
i t t f e l l é p ő j e l e n s é g e k é r t e l m e z é s e , 

— a p u f f e r - a k t í v r é t e g á t m e n e t m e r e d e k s é g é t be­
f o l y á s o l ó t é n y e z ő k v i z s g á l a t a . 

A n ö v e s z t é s s o r á n l e z a j l ó f i z i k a i é s k é m i a i 
f o l y a m a t o k j o b b m e g é r t é s e é r d e k é b e n m e g k e z d t ü k 
a s z á m í t ó g é p e s m o d e l l e z é s i e l j á r á s k i d o l g o z á s á t . 

végzett. 1967 óta az MTA 
Műszaki Fizikai Kutató 
Intézetének kutatójaként 
dolgozik. Kezdettől fogva 
vegyületfélvezetők fizikai 
tulajdonságai, elsősorban 
az elektrofizikai tulajdon­
ságok, az ehhez kapcso­
lódó fizikai mérések és 
értelmezésük képezte ku­
tatási területét. Korábban 
InSb, GaP, ZnGeP 2, 
ZnSiP2, ZnMn/Te/-/ ké­
pezte a kutatások tárgyát, 
az elmúlt 8 évben a GaAs 
és annak epitaxiás szerke­
zetei. Ezen témákból 35 
tudományos dolgozata je­
lent meg külföldi folyó­
iratokban. Beosztása tu­
dományos osztályvezető. 

SOMOGYI KÁROLT 
1967-ben a Kijevi Mű­
szaki Egyetem félvezetők 
és dielektrikumok szakán 
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mélység [Ai.ro] 
H 251- 2 

2. ábra. Schottky-dióda készítésére 
alkalmas rétegszerkezetek tipikus 

szabad töltéshordozómélység profilja 

.5 , 1 5 

mélység Ixim 
H 251-3 

3. ábra. Kontaktus réteggel ellátott Gunn 
szerkezet szabad töltéshordozó­
koncentráció-mélység profilja 

E l s ő e r e d m é n y e i n k j ó e g y e z é s b e n v a n n a k a k í s é r ­
l e t i a d a t o k k a l . 

3. K í s é r l e t i e r e d m é n y e k 

A n ö v e k e d é s i s e b e s s é g é s az a d a l é k a n y a g b e é p ü l é s ­
n e k a k ü l ö n b ö z ő t e c h n o l ó g i a i p a r a m é t e r e k t ő l v a l ó 
f ü g g é s e h a s o n l ó az i r o d a l o m b a n p u b l i k á l t h o z [ 1 — 
2]. ( J ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a k i n e t i k u s (alacso­
n y a b b h ő m é r s é k l e t e n ) é s a t e r m o d i n a m i k a i (maga­
sabb h ő m é r s é k l e t e k e s e t é n ) t a r t o m á n y [3—5] . 
A n ö v e k e d é s i s e b e s s é g m é r t é k e is j ó e g y e z é s b e n 
v a n az i r o d a l m i a d a t o k k a l [3—5].) 

A v i z s g á l a t o k a z o n b a n j e l z i k b e r e n d e z é s ü n k — 
r e a k t o r - g e o m e t r i á b ó l a d ó d ó — s a j á t o s s á g a i t is . 
E g y i k i l y e n j e l e n s é g a n ö v e k e d é s i s e b e s s é g — 
A s C l 3 — I á g b a n l é v ő á r a m l á s i s e b e s s é g ö s s z e ­
f ü g g é s e , a m e l y m a x i m u m o t m u t a t . E n n e k a m a g y a -
r á z a t a , h o g y az A s C l 3 é s H 2 r e a k c i ó j a k é n t k e l e t k e z ő 
s ó s a v egy b i z o n y o s á r a m l á s i s e b e s s é g f ö l ö t t egyre 
k i s e b b a r á n y b a n t u d r e a g á l n i a G a f o r r á s f e l ü l e t é n 
k i a l a k u l ó G a A s k é r e g g e l . I l y m ó d o n a l e v á l á s i z ó n á ­
b a b e j u t ó s ó s a v m e n n y i s é g e az á r a m l á s i s e b e s s é g g e l 
n ö v e k s z i k . E z a f ö l ö s m e n n y i s é g ű HC1 a n ö v e k e d é s i 
s e b e s s é g e t é s az a d a l é k b e é p ü l é s m é r t é k é t c s ö k ­
k e n t i . ( E z u t ó b b i j e l e n s é g f e l h a s z n á l h a t ó a h á t t é r ­
s z e n n y e z e t t s é g s z i n t j é n e k c s ö k k e n t é s é r e . ) 

0,5 1,0 1,5 2,0 
mélység [>um] 

H 251-4 
4. ábra. Varaktor dióda készítésére növesztett 

szerkezet szabad töltőshordozó-mélység 
profilja a — számított, tervezett profil 

b — növesztett, mórt profil 

A fen t e m l í t e t t c s ö k k e n ő t endenc ia j e l e n t k e z i k , 
a m e n n y i b e n k ö z v e t l e n ü l a l e v á l á s i t é r b e H C l - t 
j u t t a t u n k . E z t a j e l e n s é g e t f e l h a s z n á l j u k sorozat ­
n ö v e s z t é s e i n k n é l a meredek H l — L O á t m e n e t e k 
k é s z í t é s é r e . 

A z e s z k ö z k é s z í t é s s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s k ö ­
v e t e l m é n y a s ze l e tmen t i h o m o g e n i t á s . M i v e l r é t e ­
g e i n k e t a m á r e m l í t e t t t e r m o d i n a m i k a i t a r t o ­
m á n y b a n n ö v e s z t j ü k , e t a r t o m á n y b a n v i z s g á l t u k a 
h o m o g e n i t á s a l a k u l á s á t . E n n e k e r e d m é n y e k é n t 
o p t i m a l i z á l h a t ó a k v o l t a k a n ö v e s z t é s i p a r a m é t e ­
rek . M e g á l l a p í t h a t ó v o l t az is , h o g y a ± 5 % i n -
h o m o g e n i t á s n á l k i sebb é r t é k a b e r e n d e z é s á t ­
a l a k í t á s a n é l k ü l n e m é r h e t ő e l . V é k o n y r é t e g e k 
n ö v e s z t é s e e s e t é n ( m i n t p l . a M E S F E T szerkezet) 
a z o n b a n l e h e t ő s é g n y í l i k a h o m o g e n i t á s j a v í t á s á r a 
az a l acsonyabb h ő m é r s é k l e t ű ( k i n e t i k u s ) t a r t o -

Egyetemi tanulmányait a 
Budapesti Műszaki Egye­
tem Villamosmérnöki Ka­
rának Híradástechnikai 
szakán folytatta „B" Mű­
szaki Fizika Ágazaton. 
Diplomamunkáját 1985-
ben készítette az MTA 
Műszaki Fizikai Kutató­
intézetében, témája a GaAs 
gőzfázisú epitaxiális nö­
vesztés számítógépes mo­
dellezése volt. Végzése óta 
az említett intézetben dol­
gozik. Feladata a GaAs 
rétegszerkezetek epitaxiá­
lis növesztése és a techno­
lógia fejlesztése. 

Egyetemi tanulmányait 
a Budapesti Műszaki 
Egyetem Villamosmérnöki 
Karának Híradástechni­
kai szakán végezte. Dip­
lomamunkáját 1983-ban 
készítette. Témája: Ki­
sebbségi töltéshordozó élet­
tartam mérése Si alapú 
fényelemeken. Végzése óta 
az MTA Műszaki Fizikai 
Kutatóintézetében dolgo­
zik. Epitaxiális rétegszer­
kezetek minősítésével fog­
lalkozik. 
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m á n y b a n t ö r t é n ő n ö v e s z t é s s e g í t s é g é v e l . E z e k a 
v i z s g á l a t o k m e g k e z d ő d t e k , s az e l s ő e r e d m é n y e k 
i g a z o l t á k v á r a k o z á s u n k a t . 

A z e l v é g z e t t n a g y s z á m ú k í s é r l e t l e h e t ő s é g e t 
t e r e m t s z á m u n k r a a r é t e g s z e r k e z e t e k m i n ő s é g é n e k 
j a v í t á s á r a é s ú j t í p u s ú szerkezetek k i f e j l e s z t é s é r e . 
E n n e k s o r á n m e g v a l ó s í t h a t ó a k s p e c i á l i s , e l ő r e 
t e r v e z e t t v á l t o z ó a d a l é k o l á s ú p r o f i l o k is . E t e r ü l e ­
t e n k é t f e j l e s z t é s i e r e d m é n y ü n k a m á r e m l í t e t t 
v a r a k t o r (4. á b r a ) é s a v á l t o z ó a d a l é k o l t s á g ú a k t í v 
r é t e g g e l r e n d e l k e z ő Gunn-szerkeze t , a m e l y e k esz­
k ö z k é s z í t é s b e n is sikeresen a l k a l m a z á s r a k e r ü l t e k . 

P r o b l é m á t j e l e n t azonban , h o g y a v á l t o z ó k o n ­
c e n t r á c i ó j ú r é t e g e k n ö v e s z t é s e sok k é z i m u n k á t 
i g é n y e l . A z e l ő k é s z í t é s s o r á n a n ö v e k e d é s i s e b e s s é g 
é s az a d a l é k o l á s k a l i b r á c i ó s g ö r b é i t f e l k e l l v e n n i , a 
n ö v e s z t é s t e r v é t p e d i g k i s l é p é s e k r e b o n t v a ' k e l l 
f e l é p í t e n i . A b e r e n d e z é s a d o t t s á g a i m i a t t a n ö v e s z ­
t é s s o r á n az a d a l é k m e n n y i s é g é n e k v á l t o z t a t á s á t 
k é z z e l k e l l m e g v a l ó s í t a n i . E m i a t t a b e r e n d e z é s 
s z á m í t ó g é p e s v e z é r l é s é n e k k i a l a k í t á s á t t e r v e z z ü k . 

A z e p i t a x i á l i s r é t e g s z e r k e z e t e k n ö v e s z t é s e t e r ü ­
l e t é n , a f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t t e v é k e n y s é g ü n k 

e r e d m é n y e k é n t , a t e c h n o l ó g i a f o l y a m a t a i r ó l r ende l ­
k e z é s ü n k r e á l l ó i s m e r e t e i n k e l m é l y ü l t e k i l l e t v e á t -
f o g ó b b á v á l t a k . E z p e d i g l e h e t ő s é g e t t e r e m t e t t az 
ú j t í p u s ú r é t e g s z e r k e z e t e k k i f e j l e s z t é s é r e , i l l e t v e a 
k i s s o r o z a t ú g y á r t á s m e g v a l ó s í t á s á r a . 
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